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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleitervorrichtung 

(§7) Einc Halbleitervorrichtung mit oiner Ncbenschlufcver- 

bindung, die mit einer hoheren Geschwindigkeit arbeitet 

und eine hohere Integrationsdichte erlaubt, ist angege- 

ben. In der Halbleitervorrichtung mit der Nebenschlufc- 

verbindung sind ein Nebenschlufcverbindungsbereich 

(35i) fur eine Wortleitung (35d) und eine erste Neben- 
. schluRverbindung (18g) mit einem Metall in dem Spei- 

cherzellenbereich gebildet. In dem Speicherzellenbereich 

sind der Nebenschlufcverbindungsbereich (35i) und die 
; NebenscHluSverbindung (18g) elektrisch miteinander 
• uber einen Wortleitungskontaktstopfen (62e) verbunden, 
. der in einem Kontaktloch (17e) gebildet ist. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf 
eine Halbleitervorrichtung. Insbesondere bezieht sie sich 

auf eine Halbleitervorrichtung mit einer NebenschluBver- 

bindung (Parallelverbindung, Shuntverbindung, Nebenlei- 
tung). 

SRAMs sind als eine Art von fluchligcn Ilalblcitcrvor- 
richtungen bekannt. In dem SRAM sind Speicherzellen an 
Kreuzungsabschnitten von komplementaren (erganzenden) 
Datenleitungen (Bitleitungen) und Wortleitungen, die in ei- 
ner Matrix angeordnet sind, vorgesehen. Fig. 30 ist ein 
Equivalentschaltbild (Ersatzschaltbild) eines Speicherzel- 
lenabschnittes in einem der Anmelderin bekannten SRAM. 
Es wird auf Fig. 30 Bezug genommen; die Speicherzelle in 
dem der Anmelderin bekannten SRAM ist aus zwei Zugriff- 
stransistoren Al. und A2, zwei Treibertransistoren Dl und 
D2 und zwei Hochwidcrstandslaslclcmcntcn Rl und R2 ge- 
bildet. 

Die zwei Hochwiderstandslastelemente Rl und R2 und 20 
die zwei Treibertransistoren Dl und D2 bilden eine Flip- 
Flop-Schaltung. In der Flip-Flop-Schaltung sind zwei uber 
Kreuz gekoppelte Speicherknoten Nl und N2 gebildet. Die 
Flip-Flop-Schaltung hat zwei stabile Zustande, hoch H (Nl) 
und niedrig L (N2), und niedrig L (Nl) und hoch H (N2). Ei- 25 
ner dieser zwei Zustande wird fortlaufend gehalten, solange 
eine vorgeschriebene Strom versorgungsspannung angelegt 
ist. 

Einer der Source/Drainbereiche des Zugriffstransistors 
Al ist mit einer Bitleitung BIT verbunden. Der andere der 30 
Source/Drainbereiche des Zugriffstransistors Al ist mit dem 
Speicherknoten Nl der Rip-Flop-Schaltung verbunden. Ei- 
ner der Source/Drainbereiche des Zugriffstransistors A2 ist 
mit einer komplementaren Bitleitung/BIT verbunden. Der 
andere der Source/Drainbereiche des Zugriffstransistors A2 35 
ist mit dem Speicherknoten N2 derFlip-Rop-Schaltung ver- 
bunden. Die Gateelektroden der ZugrifTstransistoren Al und 
A2 sind mit einer Wortleitung WL verbunden. Die Wortlei- 
tung WL steuert die Ein/Aus-Zustande der ZugrirTstransi- 
storen Al und A2. 40 

Die Drainbereiche der Treibertransistoren Dl und D2 
sind mit den anderen der Source/Drainbereiche der Zugriff- 
stransistoren Al bzw. A2 verbunden und die Sourcebereiche 
der Treibertransistoren D 1 und D2 sind mit einer Massenlei- 
tung verbunden. Die Gateelektrode des Treibertransistors 45 
Dl ist mit dem anderen der Source/Drainbereiche des Zu- 
griffstransistors A2 verbunden, und die Gateelektrode des 
Treibertransistors D2 ist mit dem anderen der Source/Drain- 
bereiche des Zugriffstransistors Al verbunden. Die einen 
Enden der Hochwiderstandslastelemente Rl und R2 sind 50 
mit den anderen der Source/Drainbereiche der Zugriffstran- 
sistoren Al bzw. A2 verbunden. Die anderen Enden der 
Hochwiderstandselemente Rl und R2 sind mit einer Strom- 
versorgungsleitung verbunden. 

Wahrend eines Datenschreibbetriebs werden die Zugrifl- 55 
stransistoren Al und A2 durch Auswahlen der Wortleitung 
WL eingeschaltet. Eine Spannung wird zwangsweise an das 
Bitleitungspaar BIT und /BIT angelegt, abhangig von einem 
vorgeschriebenen logischen Wert, und die Flip-Flop-Schal- 
tung wird auf einen der oben beschriebenen Zustande ge- 60 
setzt. Wahrend eines Datenlesebetriebs werden die ZugrifT- 
stransistoren A 1 und A2 eingeschaltet. Die Potentiate an den 
Speicherknoten Nl und N2 werden an das Bitleitungspaar 
Ubertragen. . 

In einem derartigen SRAM gibt cs in den vergangenen 65 
Jahren eine Notwendigkeit zum Betreiben der Vorrichtung 
mit einer hdheren Geschwindigkeit und mit einer niedrige- 
ren Spannung. Urn die Betriebsgeschwindigkeit zu erhohen. 



ist die Verringerung des elektrischen Widerstandes einer 
Wortleitung ein unvermeidlichcs Erfordemis. Urn die Vor- 
richtung mit einer niedrigeren Spannung zu betreiben, muB 
das Potential derMassenleitung auf dem Massenpegel stabi- 
5 lisiert werden, was ebenfalls eine Verringerung des elektri- 
schen Widerstandes der Massenleitung erfordert. 

Zu diesem Zweck wird es praktiziert, daB eine Wortlei- 
tung und cine Massenleitung aus Polysilizium Oder Polizid 
(Polycid) gebildet wird und daB eine Hauptverbindung oder 
to cine NebenschluBverbindung (Parallelverbindung, Parallel- 
schaltungsverbindung, Shuntverbindung) aus einer Metall- 
schicht auf der Wortleitung oder der Massenleitung mit ei- 
ner dazwischen angeordneten Zwischenschichtisolicr- 
schicht gebildet wird. Es ist ein Verbindungsbereich fur eine 
15 Hauptverbindung oder eine NebenschluBverbindung jeweils 
fur 8 Bits oder 16 Bits von Speicherzellen vorgesehen, und 
die Wortleitung und die Massenleitung sind elektrisch mit 
der Hauptverbindung oder der NebenschluBverbindung in 
dem Verbindungsbereich verbunden. 

Fig. 31 ist eine Darstellung einer Speicherzelle in einem 
der Anmelderin bekannten SRAM, welcher eine Wortlei- 
tung und eine Hauptwortleitung aufweist. 

Es wird auf Fig. 31 Bezug genommen; das Speicherfeld 
101 in dem der Anmelderin bekannten SRAM weist eine 
Mehrzahl von Wortdekoderdbschnilten 102a und 102b und 
Speichermattenabschnitte 103a und 103b auf. In dem Spei- 
chermattenabschnitt 103a sind Wortleitungen 106a, 106b, 
106c und 106d derart gebildet, daB sie sich von dem Wortde- 
koderabschnitt 102a in vorgeschriebenen Intervallen er- 
strecken. Komplementare Bitleitungen 105a und 105b sind 
senkrecht zu den Wortleitungen 106a, 106b, 106c und 106d 
gebildet. Speicherzellen 104a und 104b sind in Kreuzungs- 
punkten einer Wortleitung und Bitleitungen gebildet. Eine 
einzelne Hauptwortleitung 107, die den vier Wortleitungen 
106a, 106b, 106c und 106d entspricht, ist derart gebildet, 
daB sie diese Wortleitungen und den Wortdekoderabschnitt 
102a verbinden. Die Hauptleitung 107 ist aus einem Metall 
wie beispielsweise Aluminium gebildet. 

Auf diese Weise ist die einzelne Hauptwortleitung 107 
elektrisch mil den Wortleitungen 106a, 106b, 106c und 106d 
in dem Wortdekoderabschnitt 102a verbunden und ein elek- 
trisches Signal, kann eine Wortleitung 106a, 106b, 106c und 
106d iiber die Hauptwortleitung 107 ubertragen werden. Die 
Hauptwortleitung 107 ist aus einem Metall mit einem nied- 
rigen elektrischen Widerstand gebildet, und deshalb wird 
das elektrische Signal, das an die Wortleitungen 106a, 106b, 
106c und 106d ubertragen wird, durch die Hauptwortleitung 
107 geleitet, und die t)bertragungsverzogcrung zu den 
Wortleitungen 106a, 106b, 106c und 106d kann verringert 
werden. 

Fig. 32 ist ein Layout (Plan, die Anordnung) einer Spei- 
cherzelle in einem anderen der Anmelderin bekannten 
SRAM, welcher eine NebenschluBverbindung aufweist. 

Es wird auf Fig. 32 Bezug genommen; die Speicherzelle 
in dem der Anmelderin bekannten SRAM weist Zugriff- 
stransistoren 108a und 108b und Treibertransistoren 110a 
und 110b auf. Eine Wortleitung 106 ist auf einem Halbleiter- 
substrat derart gebildet, daB sie als die Gateelektroden der 
"Zugriffstransistoren 108a und 108b dient Komplementare 
Bitleitungen 105a und 105b sind auf der Wortleitung 106 
mit einer dazwischen angeordneten ersten Zwischenschicht- 
isolierschicht gebildet. Eine NebenschluBverbindung 107 
aus einer Metallschicht ist auf den komplementaren Bitlei- 
tungen 105a und 105b mit einer dazwischen angeordneten 
zwei ten Zwischcnschichtisolicrschicht gebildet. Die Wort- 
leitung 106 und die NebenschluBverbindung 107 sind in ei- 
nem Kontaktloch 109, das in einem von dem Speicherzel- 
lenbereich verschiedenen Bereich gebildet ist, elektrisch 
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" verbunden. 

Auf diese Weise ist in dem der Anmeldcrin bekannten 
SRAM zum Erhohen der Betriebsgeschwindigkeit die 
Hauptwortleitung oder eine NebenschluBwortleitung (Paral- 

lelwortleitung, Shuntwortleitung) gebildet und elektrisch 
mit einer Wortleitung verbunden in einem Bereich, der ein 
anderer ist als der Speicherzellen bereich wie beispielsweise 
der Wortdckodcrabschnitt. 

Wenn eine NebenschluBverbindung aus einer Metall- 
schicht gebildet ist, und eine Massenleitung und die Neben- 
schluBverbindung in dem Verbindungsbereich zum Neben- 
schlieBen (Parallclschalten, t'Jberbrucken) verbunden sind. 
urn den elektrischen Widerstand der Massenleitung zu ver- 
ringern, wird der Verbindungsbereich auch in einem Bereich 
gebildet, der ein anderer ist als der Speicherzellenbereich, 
wie in dem Falle mit der Wortleitu ng. 

Es gibt eine steigende Notwendigkeit filr eine hohe Inte- 
grationsdichte von SRAMs zusatzlich zu der oben genann- 
teri Notwendigkeit zum Erhohen der Betriebsgeschwindig- 
keit und Verringern der Betriebsspannung. Jedoch muB, wie 
in Fig. 31 und 32 gezeigt ist, der Verbindungsbereich zum 
Verbinden der Hauptwortleitung oder der NebenschluBver- 
bindung 107 mit der Wortleitung 106 getrennt von dem 
Speicherzellenbereich gesichert sein, was zu einer Schwie- 
rigkeil im Erhohen der Lilegralionsdichte der SRAMs fiihrl. 
Dies trifft in ahnlicher Weise auf den Fall des Bildens der 
NebenschluBverbindung fur die Massenleitung zu. 

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Halbleitervorrich- 
turig anzugeben, welche fahig ist, mit einer hoheren Ge- 
schwindigkeit zu arbeiten und eine hohe Integrationsdichte 
zu ermoglichen, und eine Halbleitervorrichtung anzugeben, 
die fahig ist, mit einer niedrigeren Spannung zu arbeiten und 
eine hohe Integrationsdichte zu ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Halbleitervorrich- 
tung nach Anspruch 1 bzw. nach Anspruch 7. 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspru- 
chen angegeben. 

Eine Halbleitervorrichtung weist eine Mehrzahl von in ei- 
ner Matrix angeordneten Speicherzellen auf. Eine Wortlei- 
tung ist auf einer ersten Speicherzelle der Mehrzahl von 
Speicherzellen gebildet. Eine erste NebenschluBverbindung 
mit einem niedrigen Widerstand ist auf der Wortleitung mit 
einer ersten Zwischenschichtisolierschicht dazwischen an- 
geordnet gebildet. Die erste NebenschluBverbindung ist eine 
aus einer Mehrzahl von NebenschluBverbindungen, von de- 
nen mindestens eine fur jede der Mehrzahl von Speicherzel- 
len gebildet ist, die benachbart zu einander in der Richtung 
vorgesehen sind, die fast senkrecht zu der Richtung ist, in 
die sich die Wortleitung erstreckt. Die Wortleitung und die 
erste NebenschluBverbindung sind elektrisch in einem er- 
sten Verbindungsbereich zum NebenschlieBen (Parallel- 
schalten) verbunden. Der erste Verbindungsbereich ist in ei- 
nem Bereich gebildet, der die erste Speicherzelle zweidi- 
mensional uberlappt. Die erste NebenschluBverbindung mit 
einem niedrigen Widerstand ist elektrisch mit der Wortlei- 
tung in dem ersten Verbindungsbereich zum Nebenschlie- 
Ben verbunden, ein Signal kann durch die erste Neben- 
schluBverbindung zu der Wortleitung ubertragen werden 
und der Widerstand der Wortleitung kann verringert sein. 
Ferner ist der erste Verbindungsbereich zum Nebenschlie- 
Ben in dem Bereich gebildet, der die Speicherzelle zweidi- 
mensional iiberlappt, und es besteht keine Notwendigkeit, 
einen anderen Bereich als den Nebenbereich fur den ersten 
Verbindungsbereich zu sichcrn. Eine hochintegrierte Halb- 
leitervorrichtung kann im Vcrglcich zu dem Fall angegeben 
werden, in dem der erste Verbindungsbereich in einem ande- 
ren Bereich als die Speicherzelle vorgesehen ist. Zusatzlich 
kann, da mindestens eine erste NebenschluBverbindung fur 



jedc der Mehrzahl von Speicherzellen gebildet ist, die be- 
nachbart zueinander in der Richtung vorgesehen sind, die 
fast senkrecht zu der Richtung ist, in die sich die Wortlei- 
tung erstreckt, die Anzahl von NebenschluBverbindungen 

5 pro Wortleitung erhohtsein im Vergleich zu dem der Anmel- 
derin bekannten Fall, und der Widerstand der Wortleitungen 
kann im Vergleich zu dem der Anmelderin bekannten Fall 
verringert sein. 
In.der Halbleitervorrichtung kann eine.Massenleitung auf 

10 der ersten Speicherzelle und auf einer zweiten Speicherzelle 
gebildet sein. Eine zweite NebenschluBverbindung mit ei- 
nem niedrigen Widerstand kann auf der Wortleitung und der 
Massenleitung mit einer zweiten Zwischenschichtisolier- 
schicht dazwischen angeordnet gebildet sein. Die zweite 

15 NebenschluBverbindung kann eine aus einer Mehrzahl von 
NebenschluBverbindungen sein, die jeweils fur mindestens 
zwei der Mehrzahl von Speicherzellen gebildet sind, die be- 
nachbart zueinander in der Richtung vorgesehen sind, die 
fast senkrecht zu der Richtung ist, in die sich die Wortlei- 

20 tung erstreckt. Die Massenleitung und die zweite Neben- 
schluBverbindung kann elektrisch in einem zweiten Verbin- 
dungsbereich zum NebenschlieBen verbunden sein. Der 
zweite Verbindungsbereich kann in einem Bereich gebildet 
sein, der die erste Speicherzelle zweidimensional uberlappt. 

25 Daher ist die Massenleitung mil der zweiten NebenschluB- 
verbindung in dem zweiten Verbindungsbereich elektrisch 
verbunden, und deshalb. kann ein zu der Massenleitung lau- 
fender Strom zu der zweiten NebenschluBverbindung mit ei- 
nem niedrigen Widerstand laufen, was eine Verringerung 

30 des Widerstandes der Massenleitung zusatzlich zu der Ver- 
ringerung des Widerstandes der Wortleitung zur Folge hat. 
Als eine Fblge kann die Vorrichtung mit einer hoheren Ge- 
schwindigkeit wegen der Verringerung des Widerstandes 
der Wortleitung betrieben werden, und zur gleichen Zeit 

35 kann die Vorrichtung wegen der Stabilisierung des Potenti- 
als der Massenleitung auf dem Massenpegei mit eirier nied- 
rigeren Spannung betrieben werden. Ferner sind der zweite 
Verbindungsbereich wie auch der erste Verbindungsbereich 
in den Bereichen gebildet, die die Speicherzelle zweidimen- 

40 sional uberlappen, und deshalb ist es nicht notig, einen ande- 
ren Bereich als in dem Speicherzellenbereich zum Vorsehen 
der ersten und zweiten Verbindungsbereiche zu sichern. Da- 
her kann eine hoch integrierte Halbleitervorrichtung vorge- 
sehen sein, im Vergleich zu dem Fall, in dem der erste und 

45 der zweite Verbindungsbereich in einem anderen Bereich als 
dem Speicherzellenbereich vorgesehen sind; 

In der Halbleitervorrichtung kann die erste NebenschluB- 
verbindung mindestens eine Metallschicht und eine Refrak- 
tar-Metallsilizidschicht (hochschrnelzende Metallsilizid- 

50 schicht) mit einem niedrigen elektrischen Widerstand auf- 
weisen. Daher kann der Widerstand der ersten NebenschluB- 
verbindung verringert sein. Als eine Folge kann der Wider- 
stand der Wortleitung effektiv verringert sein. 
In der Halbleitervorrichtung kann eine Stromversor- 

55 gungsleitung in dem Bereich in einer Position zwischen der 
Wortleitung und der ersten NebenschluBverbindung gebildet 
sein. Die Stromversorgungsleitung kann derart vorgesehen 
sein, daB sie den ersten Verbindungsbereich nicht zweidi- 
mensional uberlappt. Als eine Folge kann der erste Verbin- 

60 dungsbereich in dem Bereich gebildet sein, der den Spei- 
cherzellenbereich in einer derartigen Struktur uberlappt, 
welche die Stromversorgungsleitung zwischen der Wortlei- 
tung und einer ersten NebenschluBverbindung aufweist. 
Deshalb gibt es keine Notwendigkeit einen anderen Bereich 

65 als den Speicherzellenbereich zum Bildcn des ersten Vcrbin- 
dungsbereichs zu sichern. Als eine Folge kann in einer 
Halbleitervorrichtung mit einer Stromversorgungsleitung, 
die sich zwischen einer Wortleitung und einer ersten Neben- 



1 schluBverbindung befindet, eine hochintegrierte Halbleiter- 
vdrrichtung vorgesehen sein, im Vergleich zu dem Fall, in 
dem der erste Verbindungsbereich in eincm andercn Bcrcich 
als dem Speicherzellenbereich vorgesehen ist. 

In der Halbleitervorrichtung kann die Massenleitung in 

eihem Bereich gebildet sein, der sich zwischen der Wortlei- 
tung und der ersten NebenschluBverbindung befindet, und 
die Massenleitung kann derart gebildet scin, daB sic den er- 
sten Verbindungsbereich nicht zweidimensional Uberlappt. 
Daher kann, falls die Massenleitung zwischen der Wortlei- 
tung und der ersten NebenschluBverbindung vorhanden ist, 
der erste Verbindungsbereich in einem Bereich gebildet 
sein, der die Speicherzelle uberlappt. Es gibt keine Notwen- 
digkeit, einem anderen Bereich als den Speicherzellenbe- 
reich fur den ersten Verbindungsbereich zu sichern. Als eine 
Folge kann in einer derartigen Halbleitervorrichtung mit ei- 
ner Massenleitung zwischen einer Wortleitung und einer er- 
sten NebenschluBverbindung cine hoch intcgricrtc Halblei- 
tervorrichtung gebildet sein, im Vergleich zu dem Fall, in 
dem der erste Verbindungsbereich in einem anderen Bereich 
als die Speicherzelle vorgesehen ist. 

:In der Halbleitervorrichtung kann mindestens ein derarti- 
gererster Verbindungsbereich fiir mindestens vier Speicher- 
zellen gebildet sein, die benachbart zueinander in der Rich- 
tung vorgesehen sind, in die sich die Wortleitung erslreckt. 
Daher kann der Widerstand der Wortleitung verringert sein, 
und die Flache (Bereich) kann verringert sein, welche durch 
den ersten Verbindungsbereich auf der Speicherzelle belegt 
ist Daher konnen beimErhohen der Integrationsdichte einer 
Halbleitervorrichtung Beschrankungen in Verbindung mit 
derii Layout (Plan, Anordnung) anderer Elemente oder Ver- 
biridungenauf der Speicherzelle verringert seinV 

Eine Halbleitervorrichtung weist eine Mehrzahl von in ei- 
ner Matrix angeordneten Speicherzellen auf. Eine erste 
Massenleitung ist auf einer ersten Speicherzelle der Mehr- 
zahl von Speicherzellen gebildet. Eine erste NebenschluB- 
verbindung mit einem niedrigen Widerstand ist auf der er- 
sten Massenleitung mit einer ersten Zwischenschichtisolier- 
schicht dazwischen angeordnet gebildet. Die erste Neben- 
schluBverbindung kann eine aus einer Mehrzahl von Neben- 
schluBverbindungen sein, die jeweils fiir mindestens zwei 
der Mehrzahl von Speicherzellen gebildet sind, die benach- 
bart zu einarider in einer Richtung vorgesehen sind, die fast 
senkrecht zu der Richtung ist, in die sich die Massenleitung 
erstreckt. Die erste Massenleitung und die erste Neben- 
schluBverbindung sind elektrisch miteinander in einem er- 
sten Verbindungsbereich zum NebenschlieBen verbunden. 
Der erste Verbindungsbereich ist in einem Bereich gebildet, 
der die erste Speicherzelle zweidimensional iiberlappL In 
der Halbleitervorrichtung kann, da die erste NebenschluB- 
verbindung mit einem niedrigen Widerstand elektrisch mit 
der ersten Massenleitung in dem ersten Verbindungsbereich 
zum NebenschlieBen verbunden ist, ein Strom, der zu der er- 
sten Massenleitung lauft, zu der ersten NebenschluBverbin- 
dung mit eihem niedrigen Widerstand laufen. Daher kann 
der Widerstand der Massenleitung verringert sein. Als cine 
Folge kann das Potential der Massenleitung auf dem Mas- 
senpegel stabilisiert sein und die Halbleitervorrichtung kann 
rriit einer niedrigeren Spannung betrieben werden. 

! Ferner gibt es, da der erste Verbindungsbereich in einem 
Bereich gebildet ist, der die erste Speicherzelle zweidimen- 
sional uberlappt, keine Notwendigkeit, einen anderen Be- 
reich als den Speicherzellenbereich fiir den ersten Verbin- 
dungsbereich zu sichern. Daher kann die Halbleitervorrich- 
tung hoch intcgricrt scin im Vergleich zu dem Fall, in dem 
der erste Verbindungsbereich in einem anderen Bereich als 
die Speicherzelle vorgesehen ist. 

In der Halbleitervorrichtung kann eine zweite Speicher- 



zelle benachbart zu der ersten Speicherzelle in einer Rich- 
tung vorgesehen sein, die fast senkrecht zu der Richtung ist, 
in die sich die erste Massenleitung erstreckt, und cine zweite 
Massenleitung kann zum Rrstrccken fast parallel zu der er- 

5 sten Massenleitung auf der zweiten Speicherzelle gebildet 
sein. Die erste und die zweite Massenleitung konnen elek- 
trisch miteinander verbunden sein. Daher kann die zweite 
Massenlcilung mil kcinem Bcrcich, der direkt in Verbin- 
dung mit dem ersten NebenschluBbereich mil einem niedri- 

10 gen Widerstand stent, elektrisch mit der ersten Neben- 
schluBverbindung iiber die erste Massenleitung verbunden 
sein. Daher kann der Widerstand der zweiten Massenleitung 
verringert sein, ohne daB eine NebenschluBverbindung oder 
ein Verbindungsbereich zum NebenschlieBen auf der zwei- 

15 ten Speicherzelle vorgesehen ist. Als eine Folge kann die 
Halbleitervorrichtung mit einer niedrigeren Spannung be- 
trieben werden. 

In der Halbleitervorrichtung kann die erste NebenschluB- 
verbindung mindestens eine Metallschicht oder eine hoch- 

20 schmelzende Metallsilizidschicht mit einem niedrigen elek- 
trisch en Widerstand aufweisen. Daher kann der Widerstand 
der ersten NebenschluBverbindung verringert sein.; Als eine 
Folge kann der Widerstand der Massenleitung verringert 
sein. 

25 Li der Halbleitervorrichtung kann mindestens ein derarti- 
ger erster Verbindungsbereich fiir mindestens zwei Spei- 
cherzellen gebildet sein, die benachbart zueinander in der 
Richtung gebildet sind, in die sich die Massenleitung er- 
streckt. Daher kann der Widerstand der Massenleitung ver- 

30 ringert sein, wahrend die Flache (Bereich) verringert sein 
kann, die durch den ersten Verbindungsbereich auf den 
Speicherzellen belegt ist. Als eine Folge konnen in einer ho- 
hen Integration einer Halbleitervorrichtung Beschrankun- 
gen, die mit dem Layout anderer Elemente oder Verbindun- 

35 gen auf der Speicherzelle verbunden sind, verringert sein. 
Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten ergeben sich 
aus der folgenden Beschreibung von Ausfuhrungsformen 
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die bei- 
liegenden Figuren. Von diesen zeigen: . 

40 Fig, 1 ein zweidimensionales Layout (Plan, Anordnung) 
von Speicherzellen, die in einer Matrix von zwei Zeilen x 
vier Spalten in einem SRAM gemiiB einer ersten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung angeordnet sind; 
Fig. 2 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 500-500 

45 in Fig. 1; 

Fig. 3 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 600-600 
in Fig. 1; . 

Fig. 4 ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch in ei- 
ner Veranschaulichung des ersten Sehritts in der Herstellung 
50 von Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 1 ge- 
zeigten ersten Ausfiihrungsform; 

Fig. 5 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 300-300 
in Fig. 4; 

Fig. 6 ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch in ei- 
55 ner Veranschaulichung des zweiten Sehritts in der Herstel- 
lung der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 1 
gezeigten ersten Ausfiihrungsform; 

Fig. 7 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 300- 
300, die in Fig. 6 gezeigt ist; 
60 Fig. 8 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 400- 
400, die in Fig. 6 gezeigt ist; ; 

Fig. 9 ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch in ei- 
ner Veranschaulichung des dritten Sehritts in der Herstel- 
lung der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 1 
65 gezeigten ersten Ausfiihrungsform; 

Fig. 10 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 300- 
300, die in Fig. 9 gezeigt ist; 

Fig. 11 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 400- 
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* 400, die in Fig. 9 gezeigi ist; 

Fig. 12 ein zwci dimensional es Layout zum Gebrauch in 
der Veranschaulichung des vierten Schritts in der Herstel- 
lung der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 1 

gezeigtcn ersten Ausriihrungsform; 

Fig. 13 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 300- 
300, die in Fig. 12 gezeigt ist; 

Fig. 14 cine Querschnittsansicht cnttang der Linic 400- 
400, die in Fig. 12 gezeigt ist; 

: Fig. 15 ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch in 
der Veranschaulichung des funften Schritts in der Herstel- 
liing der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 1 
gezeigten ersten Ausfuhrungsform; 

Fig. 16 eine Querschnittsansicht entlang der Linie 500- 
500 in Fig. 15; 

: Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 600- 
600 in Fig. 15; 

' Fig. 18 ist cin zweidimensionales Layout von zwci bc- 
nachbarten Speicherzellen in einem SRAM gemaB einer 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 19 ist ein Teil einer Querschnittsansicht endang der 
Linie 100-100 in Fig. 18; 

; Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 200- 
200 in Fig. 18; 

1 Fig. 21 ist eine zweidimensionales Layout von Speicher- 
zellen, die in einer Matrix von vier Zeilen x vier Spalten in 
dem SRAM gemaB der in Fig. 18 gezeigten zweiten Aus- 
fuhrungsform angeordnet sind; 

Fig. 22 ist ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch 
in der Veranschaulichung des ersten Schrittes in der Herstel- 
lung der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 18 
gezeigten zweiten Ausfuhrungsform; 

. Fig. 23 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 200- 
200 in Fig. 22; 

Fig. 24 ist ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch 
in der Veranschaulichung des zweiten Schritts in der Her- 
stellung der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 
18 gezeigten zweiten Ausfuhrungsform; 

: Fig. 25 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 200- 
200 in Fig. 24; 

Fig. 26 ist ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch 
in der Veranschaulichung des dritten Schritts in der Herstel- 
lung der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 18 
gezeigten zweiten Ausfuhrungsform: 

; Fig. 27 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 200- 
200 in Fig. 26; 

■ Fig. 28 ist ein zweidimensionales Layout zum Gebrauch 
in der Veranschaulichung des vierten Schritts in der Herstel- 
lung der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 18 
gezeigten zweiten Ausfuhrungsform; 

Fig. 29 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 200- 
200 in Fig. 28; 

Fig. 30 ist ein Equivalentschaltbild (Ersatzschaltbild) ei- 
ner Speicherzelle in einem der Anmelderin bekannten 
SRAM; 

. Fig. 31 ist ein Diagramm des Speicherfeldes in dem der 
Anmelderin bekannten SRAM; und 

Fig. 32 ist ein zweidimensionales Layout der Speicher- 
zelle in dem der Anmelderin bekannten SRAM. 

60 

Erste Ausfuhrungsform 

Es wird auf Fig. 1 bis 3 Bezug genommen; die Struktur 
(Aufbau) eines Speicherzellen abschnitts in einem SRAM 
gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung werden 65 
nun beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, daB die Li- 
nien 500-500 und 600-600 in Fig. 1 gebogen (stufig) sind in 
einer Mehrzahl von Punkten, urn wesentliche Elemente in 



dem SRAM in Fig. 2 und 3 gleichzeitig zu zeigen. 

In der Speicherzelle gemaB der ersten Ausfuhrungsform 
ist ein p~-Wannenbercich (nicht gezeigt) auf einer. Oberfla- 
che eines n~-SUiziumsubsfrafes 1 gebildet. Wie in Fig. 3 ge- 
5 zeigt ist, ist eine Feldisolierschicht 2 zur Elementtrennung in 
einem vorgeschriebenen Bereich der Oberflache des p~- 
Wanncnbereiches gebildet. In einem aktiven Bereich, der 
von der Feldisolierschicht 2 umgeben ist, sind n + -vSource/ 
Drainbereiche 39a-39g in vorgeschriebenen Intervallen 
10 (Abslanden) gebildet. Auf den Kanalseiten der n + -Source/ 
Drainbereiche 39a-39g sind n'-Source/Drainbereiche 6 ge- 
bildet. Die n~-Source/Drainbereiche 6 und jeder der n f - 
Source/Drainbereiche 39a-39g bilden einen Source/Drain- 
bereich in einer LDD (Lightly Doped Drain, leicht dotiertes 
15 Drain>Struktur. 

Auf vorgeschriebenen Kanalbereichen zwischen den 
Source/Drainbereichen 39a-39g und auf vorgeschriebenen . 
Bcrcichcn der Feldisolierschicht 2 sind Wortlcitungcn 35a, : 
35b, 35c und 35d (siehe Fig. 2) und ein Bereich 35i fur eine 
20 NebenschluBverbindung (parallele Schaltungsverbindung, 
Parallelverbindung, Shuntverbindung) fur die Wortleitung 
35d mit Gateisolierschichten 30a, 30b, 30c, 30d (siehe Fig. 
2) und 30i gebildet. Auf vorgeschriebenen Kanalbereichen 
zwischen den n + -Source/Drainbereichen 39a-39g sind Gate- 
25 eleklroden 36a-36d von TYeibertransisloren mit dazwischen 
angeordneten Gateisolierschichten 50a-50d , gebildet. Sei- 
tenwandoxidschichten 7 sind auf den Seiten der Wortleitun- 
gen 35a-35d und der Gateelektroden 36a-36d .gebildet. 
Eine Zwischenschichtisolierschicht 9 aus einer Silizium- 
30 oxidschicht ist zum Bedecken der gesamten Oberflache ge- 
bildet. Die Kontakdocher 40b und 40d sind in vorgeschrie- 
benen Bereichen der Zwischenschichdsolierschicht 9 gebil- 
det. 

Niedrigwiderstandsstopfen (Niedrigwiderstandsteckver- 
35 bindungen) 42b und 42d aus Polysilizium (Polysilicium) 
sind in den Kontaktlochem 40b und 40d gebildet, welche 
Speicherknotenabschnitte ausbilden. Auf der Zwischen- 
schichtisolierschicht 9 sind Vcc-Verbindungen 41a und 41b 
und Hochwiderstandsabschnitte 43b und 43d gebildet. Eine 
40 Zwischenschichtisolierschicht 12 ist zum Bedecken der ge- 
samten Oberflache der Zwischenschichtisolierschicht 9 ge- 
bildet. Auf vorgeschriebenen Bereichen der Zwischen- 
schichtisolierschichten 12 und 9 sind Massenieitungskon- 
taktlocher 47a und 47b und ein Kontaktloch 46b fur eine 
45 Bitleitungsverbindung gebildet. ; 

Massenleitungen 44a und 44b sind auf vorgeschriebenen 
Bereichen auf der Zwischenschichtisolierschicht !2 gebil- 
det. Massenleitungskontaktstopfen 61a und (Sid sind in den 
Massenleitungskontaktlochem 47a und 47g gebildet. Eine 
50 BitleitungskontaktanschluBflache 45b ist in einem vorge- 
schriebenen Bereich auf der Zwischenschichtisolierschicht 
12 gebildet. Ein Bitleitungskontaktstopfen 60b ist in dem 
Bitleitungsverbindungskontaktloch 46b gebildet. Eine Zwi- 
schenschichtisolierschicht 16 ist zum Bedecken der gesam- 
ten Oberflache gebildet. 

Ein MassenleitungsnebenschluBkontaktloch (ein Massen- 
leitungsparallelschaltungskontaktloch) 17c und ein Bitlei- 
tungskontaktloch 17d sind in vorgeschriebenen Bereichen 
der Zwischenschichtisolierschicht 16 gebildet. Ein Wortlei- 
tungskontaktloch 17c ist in vorgeschriebenen Bereichen der 
Zwischenschichtisolierschichten 16. 12 und 9 gebildet. Ne- 
benschluBwortleitungen 18b, 18d, 18f und 18g einer Metall- 
schicht wie beispielsweise Aluminium sind in einem vorge- 
schriebenen Bereich auf der Zwischenschichtisolierschicht 
16 gebildet. Ein Wortlcitungskontaktstopfcn 62c ist in dem 
Kontaktloch 17e gebildet. Eine NebenschluBwortleitung 
18g ist elektrisch mit dem Bereich 35i zum NebenschluB- 
verbinden fur die Wordeitung 35d (siehe Fig. 2) uber den 



Wortleitungskontaktstopfen 62e, der in dem Kontakdoch 
17e gebildet ist f verbunden. Es wird nun auf die Fig. 1 Be- 
zug genommen; Kontaktlocher 17b, 17h, 17i und 17e bei- 
; spielsweise in NebenschluBwortleitungen 18b, 18d, 18f und 
18g sind jeweils pro vier benachbarte Speicherzellen gebil- 
• del, welche in der Richtung gebildet sind, in die sich die Ne- 
benschluBwortleitung 18b erstreckt. 

Es wird auf Fig. 3 Bezug genommen. Einc NebenschluB- 
massenleitung 18c ist in einem vorgeschriebenen Bereich 
auf der Zwischenschichtisolierschicht 16 gebildet. Ein Mas- 
sen lei tungskontaktstopfen 62c ist im Kontakdoch 17c gebil- 
det Die NebenschluBmassenleitung 18c ist auch aus einer 
Metallschicht wie beispielsweise Aluminium gebildet. Die 
NebenschluBwortieitung 18b, 18d, 18f und 18g und die Ne- 
benschluBmassenleitung 18c konnen aus einem hoch- 
schmelzenden Metallsilizid (Metallsilicid) bzw einer Re- 
fraktar-Metallsilizidschicht wie beispielsweise Wolframsili- 
zid gebildet scin. Es wird auf Fig. 1 Bczug genommen; die 
Kontaktlocher 17c und 17g in der NebenschluBmassenlei- 
tung 18c sind jeweils fur zwei Speicherzellen gebildet, wel- 
che benachbart zueinander gebildet sind in der Richtung, in 
die sich die NebenschluBmassenleitung 18c erstreckt. 

Es wird auf Fig. 3 Bezug genommen; eine Bitleitungs- 
kontaktanschluBflache 18e aus einer Metallschicht wie bei- 
spielsweise Aluminium ist in einem vorgeschriebenen Be- 
reich auf der Zwischenschichtisolierschicht 16 gebildet. 
Eine BitleitungskontaktanschluBflache 62d ist in dem Kon- 
takdoch 17d gebildet. Eine Zwischenschichtisolierschicht 
26 ist zum Bedecken der gesamten Oberflache gebildet. Ein 
Kontakdoch 27b ist in einem vorgeschriebenen Bereich der 
Zwischenschichtisolierschicht 26 gebildet. Eine Bideitung 
28b aus einer Metallschicht wie beispielsweise Aluminium 
ist in einem vorgeschriebenen Bereich auf der Zwischen- 
schichtisolierschicht 26 gebildet. Ein Bitleitungskontakt- 
stopfen 63b ist in dem Kontakdoch 27b gebildet. 
j Daher ist die NebenschluBwortieitung 18g aus einer Me- 
tallschicht wie beispielsweise Aluminium elektrisch ver- 
bunden mit dem NebenschluBverbindungsbereich 35i fur 
die Wortleitung 35d (siehe Fig. 2) liber den Wortleitungs- 
kontaktstopfen 62e, der in dem Kontaktloch 17e gebildet ist, 
und deshalb kann ein Signal uber die NebenschluBwortiei- 
tung 18g zur Wortleitung 35d ubertragen werden. Als eine 
Folge kann der Widerstand der Wortleitung verringert sein 
und die Halbleiterspeichervorrichtung kann mit einer hohe- 
ren Geschwindigkeit arbeiten. 

! Ferner kann, da die NebenschluBmassenleitung 18c aus 
einer Metallschicht elektrisch mit der Massenleitung 44a 
liber den Massenleitungskontaktstopfen 62c verbunden ist, 
■ der Strom, der durch die Massenleitung 44a Iauft (flieBt), zur 
NebenschluBmassenleitung 18c mit einem niedrigen elektri- 
schen Widerstand laufen. Als eine Folge kann der Wider- 
stand der Massenleitung 44a reduziert sein. Das Potential 
der Massenleitung 44a ist daher auf dem Massenpegel stabi- 
lisiert, was es erlaubt, daB die Halbleitervorrichtung mit ei- 
ner niedrigeren Spannung arbeitet. Es wird auf Fig. 1 Bezug 
genommen; zwei der NebenschluBwortleitungen 18b, 18d, 
18f und 18g sind jeweils fur eine Mehrzahl von Speicherzel- 
len, die benachbart zueinander in einer Richtung fast senk- 
recht zu einer Wortleitung angeordnet sind, d. h. in der Rich- 
tung, in die sich die Bitleitungen 28a-28h erstrecken, und 
die Anzahl von NebenschluBwortleitungen pro Wortleitung 
kann im Vergleich zu dem der Anmelderin bekannten Fall 
erhoht werden. Als eine Folge kann der Widerstand der 
Wortleitungen 35a, 35b, 35c und 35d (siehe Fig. 2) im Ver- 
gleich zu dem der Anmelderin bekannten Fall verringert 
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Ferner sind das Kontaktloch 17e fur die NebenschluB- 
wortieitung 18g und das Kontaktloch 17c fur die Neben- 



schluBmassenleitung 18c in einem Bereich gebildet, der die 
Speicherzellen zweidimensipnal iiberlappt. Anders ausge- 
driickt sind das Kontaktloch 17e und das Kontaktloch 17c in 
den Speicherzellenbereichen gebildet, wenn sie von oben in 
5 einen zugehorigen GrundriB betrachtet werden (Fig. 1), 
Deshalb ist es nicht notig, eine andere Flache (einen anderen 
Bereich) als die Speicherzellen zum Verbinden der Neben- 
schluBwortieitung 18g mit dem Bereich 35i fflr die Neben- 
schluBverbindung fOr die Wortleitung 35d und zum Verbin- 
io den der NebenschluBmassenleitung 18c und der Massenlei- 
tung 44a zu sichem. Daher kann die Halbleitervorrichtung 
hoch integriert sein im Vergleich zu dem Fall des Vorsehens 
des NebenschluBverbindungsbereiches in einem anderen 
Bereich als den Speicherzellen. 
15 Die als Strom versorgungsleitung dienenden Vcc-Verbin- 
dungen 41a und 41b sind derart angeordnet, daB sie das 
Kontaktloch 17e fiir die NebenschluBwortieitung 18g nicht 
zwcidimcnsional ubcrlappcn, und deshalb kann cin Neben- 
schluBverbindungsbereich zum Verbinden der Neben- 
20 schluBwortleitung 18g und des Bereiches 35i fur die Neben- 
schluBverbindung fur die Wortleitung 35d in einem den 
Speicherzellenbereich zweidimensional uberlappenden Be- 
reich gebildet sein, sogar falls es Vcc-Verbindungen 41a und 
41b zwischen der Wortleitung 35d und der NebenschluB- 
25 wortleitung 18g gibU 

Da die Massenleitungen 44a und 44b derart vorgesehen 
sind, daB sie das Kontaktloch 17e, das als der NebenschluB- 
verbindungsbereich (siehe Fig. 2) fur die Wortleitung 35d 
dient, nicht zweidimensional uberlappen, kann der Neben- 
30 schluBverbindungsbereich fur die Wortleitung in einem Be- 
reich gebildet sein, der die Speicherzelle iiberlappt, falls es 
Massenleitungen 44a und 44b zwischen der Wortleitung 35d 
und der NebenschluBwortieitung 18g gibt. 
Es wird auf Fig. 1 Bezug genommen; da das Kontakdoch 
35 17e (siehe Fig. 3) als ein NebenschluBverbindungsbereich 
zum Verbinden der NebenschluBwortieitung 18g und des 
Bereiches 35i (siehe Fig. 3) fur die NebenschluBverbindung 
fur die Wortleitung 35d dient, fiir vier Speicherzellen gebil- 
det ist, welche benachbart zueinander in einer Richtung fast 
40 senkrecht zu der Richtung, in die sich die Bitleitung 28b er- 
streckt, gebildet sind, kann der Widerstand der Wortleitung 
35d verringert sein, wahrend die Anzahl von Kontaktlo- 
chem 17e, die als der NebenschluBverbindungsbereich auf 
der Speicherzelle dienen, verringert sein kann, was eine Ver- 
45 ringerung der belegten Flache zur Folge hat. Dies trifft auch 
auf die Kontaktidcher 17b und 17h (siehe Fig. 1) in anderen 
NebenschluBwortleitungen 18b und 18d zu. Deshalb konnen 
in einer hohen Integration einer Halbleitervorrichtung Be- 
schrankungen im Layout (Plan, Anordnung) von anderen 
50 Verbindungen wie beispielsweise anderen Massenleitungen 
44a und 44b auf der Speicherzelle verringert sein. 

Die Kontaktlocher 17c und 17g (siehe Fig. 1), die als Ne- 
benschluBverbindungsbereich fiir die NebenschluBmassen- 
leitung 18c und die Massenleitung 44a und 44b dienen, sind 
55 jeweils fur zwei Speicherzellen gebildet, welche benachbart 
zueinander in der Richtung gebildet sind, in die sich die Ne- 
benschluBmassenleitung 18c (oder die Massenleitung 44a) 
erstreckt, und deshalb kann der Widerstand der Massenlei- 
tungen 44a und 44b verringert sein, und die Anzahl von 
60 Kontaktlochern 17c und 17g, die als der NebenschluBver- 
bindungsbereich auf den Speicherzellen dient, kann verrin- 
gert sein, was eine Verringerung der belegten Flache zur 
Folge hat Als eine Folge konnen in einer hohen Integration 
der Halbleitervorrichtung Beschrankungen, die mit dem 
65 Layout andcrcr Verbindungen auf der Speicherzelle verbun- 
den sind, verringert sein. 

Es wird auf Fig. 1 Bezug genommen; ferner ist das Kon- 
taktloch 17c, das als ein NebenschluBverbindungsbereich 
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? 1 fur die Massenleitung 44a dient, fur zwei Speicherzellen gc 
bildet, welche benachbart zueinander in der Richtung gebil 



det sind, in die sich die Bitleitung 28a erstreckt, und es gibt 
keine NehenschluGmassenleitung, die direkt mit der Mas- 

senlcitung 44b verbunden werden soli, in den Speicherzel- 
len, in denen die NebenschluBwortleitungen 18f und 18g ge- 
bildet sind. In den Speicherzellen, die benachbart zueinan- 
der in der Richtung gebildet sind, in die sich die Bitleitung 
28a erstreckt, sind die NebenschluB massenleitung 18c und 
die Massenleitung 44a elektrisch miteinander iiber den 
Stopfen 62c (siehe Fig, 3), der in dem Kontaktloch 17c ge- 
bildet isl, verbunden. Es wird auf Fig. 2 Bezug genomrnen; 
die Speicherzeilenmassenleitungen 44a und 44b filr die 
oben genannten zwei Speicherzellen sind elektrisch mitein- 
ander iiber einen Verbindungsabschnitt 44e verbunden, und 
die NebenschluBmassenleitung 18c kann elektrisch mit der 
Massenleitung 44b in der Speicherzeile, auf der keine Ne- 
benschluBmassenleitung gebildet ist, verbunden scin. Dcs- 
halb kann in der Speicherzeile mit der Massenleitung 44b 
der Widerstand der Massenleitung 44b verringert sein, ohne 
daB eine NebenschluBmassenleitung und ein NebenschluB- 
verbindungsbereich gebildet ist, was zu einem Niederspan- 
nungsbetrieb der Vorrichtung fuhrt. 

Es wird auf Fig. 4 bis 17 Bezug genomrnen; ein Verfahren 
zum Hersteilen der Halbleitervorrichtung geniaB der ersten 
Ausfiihrungsform wird beschrieben. 

Eine Siliziumnitridschicht (nicht gezeigt) wird auf einer 
Siliziumoxidschicht (nicht gezeigt) abgeschieden, welche 
als eine auf den n'-Halbleitersubstrat 1 (siehe Fig. 4) gebil- 
dete AnschluBflachenschicht benutzt wird, und die Feldiso- 
lierschicht 2 (siehe Fig. 4) aus einer Siliziumoxidschicht 
wird mittels selektiver therrnischer Oxidation (wie bei- 
spielsweise LOCOS, Local Oxidation of Silicon, lokale 
Oxidation von Siiizium) gebildet unter Verwenden der Sili- 
ziumnitridschicht als eine Antioxidationsrnaske. Die Feld- 
isolierschicht 2 hat eine Dicke ungefahr in dem Bereich von 
2000 bis 5000 x 10 -10 m. Die Siliziumoxidschicht, die als 
die AnschluBflachenschicht benutzt wird, und die Silizium- 
nitridschicht werden dann entfernt, urn eine Hauptoberfla- 
che des n--Halbleitersubstrats 1 freizulegen. Daher folgtdie 
Struktur, wie sie in Fig. 4 gezeigt ist. 

: Ein p-Dotierstoff wie beispielsweise Bor wird dann in die 
gesamte Hauptoberflache des n--Halbleitersubstrats 1 mit 
einer Implantationsenergie in dem Bereich von 200 bis 
700 keV irnplantiert und mit einer Dosis ungefahr in dem 
Bereich von 10 12 bis 10 13 /cm 2 , worauf eine weitere Implan- 
tation eines p-Dotierstoffes wie beispielsweise Bor mit einer 
Implantationsenergie ungefahr in dem Bereich von 30 bis 
70 keV und mit einer Dosis von ungefahr 3,0 xlO /cm A 
foigt, urn die Sehwellenspannungen fur Zugriffstransistoren 
und Treibertransistoren zu setzen. Ein auf diese Weise gebil- 
deter p--Wannenbereich (nicht gezeigt) hat eine Dotierstoff- 
konzentratibn ungefahr in dem Bereich von 10 bis 
10 1 W. 

Dann wird die gesamte Struktur einer thermischen Oxida- 
tion ausgesetzt, urn eine Gateisolierschicht (nicht gezeigt) 
einer Siliziumoxidschicht zu bilden. Die Gateisolierschicht 
hat eine Dicke ungefahr in dem Bereich von 40 bis 100 x 
I0- lo m. Eine mit Phosphor doiierte Polysiliziumschicht 
(nicht gezeigt) wird auf der Gateisolierschicht mittels 
LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition, Nied- 
rigdruckdampfphasenabscheidung) in einer Mischgasatmo- 
sphare, die Phosphin (PH 3 ) enthalt, abgeschieden. Die mit 
Phosphor dotierte Polysiliziumschicht hat eine Dicke unge- 
fahr in dem Bereich von 500 bis 2000 x 1 0 10 m und die Kon- 
zentration des Phosphors liegt ungefahr in dem Bereich von 
1,0 bis 8,0 x lO^/cm 3 . Ein Resistmuster wird auf der mit 
Phosphor dotierten Polysiliziumschicht gebildet, und die 



Gateisolierschicht und die mit Phosphor dotierte Polysili- 
ziumschicht werden mittels RJE (Reactive Ion Etching, re- 
aktives Ionenatzen) geatzt unter Verwenden des Resistmu- 
sters als eine Maske. Auf diese Weise werden die Wortlei- 
5 tungen 35a bis 35d (siehe Fig. 6), die Gateelektroden 36a bis 
36d (siehe Fig. 6) der Treibertransistoren und die Gateiso- 
lierschichten 30a bis 30b und 50a bis 50d (siehe Fig. 7) ge- 
bildet. In die gesamte Oberflache wird dann beispielsweise 
Arsen irnplantiert, wahlend der Wafer bei einem Implantati- 
10 onswinkel von 45° gedreht wird. Die Implantationsenergie 1 
zu diesem Zeitpunkt liegt ungefahr in dem Bereich von 30 . 
bis 70 keV, und die Dosis liegt ungefahr in dem Bereich von 
ungefiihr 1,0 bis 5,0x 10 13 /cm 2 . Auf diese Weise werden n"- 
Source/Drainbereiche 6 (siehe Fig. 7) gebildet. Die n"-Sour- 
15 ce/Drainbereiche 6 besitzen eine Dotierstoffkonzentration 
ungefahr in dem Bereich von 10 17 bis 10 l9 /cm 3 . Eine Silizi- 
umoxidschicht (nicht gezeigt) mit einer Dicke ungefahr in 
dcin Bereich von 500 bis 2000 x 10~ 10 m wird auf dem gc- 
samten Substrat mittels LPCVD abgeschieden. Dann wird 
20 die Siliziumoxidschicht anisotrop weggeatzt mittels RIE, 
urn die Seitenwandoxidschichten 7 (siehe Fig. 7) auf den 
Seiten der Wortleitungen 35a bis 35d und der Gateelektro- 
den 36a bis 36d der Treibertransistoren zu bilden. Die Sei- 
tenwandoxidschicht 7 besitzt eine Breite ungefahr in dem 
25 Bereich von 500 bis 2000 x 10~ 10 m. Dann wird beispiels- 
weise Arsen in die Hauptoberflache des n"-Halbleitersub- 
strats zum Bilden der n + -Source/Drainbereiche 38a bis 38h 
(siehe Fig. 7) irnplantiert. Das Arsen wird zu dem Zeitpunkt 
mit einer Implantationsenergie von ungefahr 50 keV und 
30 mit einer Dosis ungefahr in dem Bereich von 1,0 bis 5,0 x 
I0 l5 /cm 2 irnplantiert. Die Dotierstoffkonzentration der n*- 
Source/Drainbereiche 38a bis 38h liegt ungefahr in dem Be- 
reich von 10 20 bis 10 21 /cnr\ Daher folgt die Struktur wie in 
Fig. 6 bis 8 gezeigt. Es wird auf Fig. 7 Bezug genomrnen; 
35 der n'-Source/Drainbereich 6 und jeder der n + -Source/ 
Drainbereiche 38a bis 38h bilden eine sogenanhte LDD 
(Lightly Doped Drain, leicht dotiertes Drain)-Struktur.. 

Eine Zwischenschichtisolierschicht 9 (siehe Fig. 10) aus 
einer Siliziumoxidschicht mit einer Dicke ungefahr in dem 
40 Bereich von 1000 bis 10000 x 10 10 m wird zum Bedecken 
der gesamten Oberflache mittels LPCVD gebildet. Eine Re- 
sistmuster (nicht gezeigt) wird auf der Zwischenschichtiso- 
lierschicht 9 gebildet. Unter Verwenden des Resistmusters 
als eine Maske wird ein Teil der Zwischenschichtisolier- 
45 schicht 9 anisotrop weggeatzt, urn die Kontaktlocher 40a bis 
40d zu bilden (siehe Fig. 9). Das anisotrope Atzen kann mit- 
tels RIE erfolgen. Auf dem Boden (am unteren Ende) der 
Kontaktlocher 40a bis 40d werden ein Teil der Gateelektro- 
den 36a bis 36d der Treibertransistoren und ein Teil der n+- 
50 Source/Drainbereiche 38b, 38d (siehe Fig. 10), 39c und 39e 
(siehe Fig. 11) freigelegt. 

Nach dem Entfemen einer naturlichen (von selbst gebil- 
deten) Oxidschicht mittels NaBatzen unter Verwenden von 
Fluorwasserstoffsaure, wird eine Polysiliziumschicht (nicht 
55 gezeigt) mit einer Dicke ungefahr in dem Bereich von 200 
bis 1000 x 10" 10 m auf der Zwischenschichtisolierschicht 9 
(siehe Fig. 10) und in den Kontaktlochern 40a bis 40d (siehe 
Fig. 10 und 11) mittels LPCVD abgeschieden. Ein Resist- 
muster wird auf der Polysiliziumschicht gebildet. Unter Ver- 
60 wenden des Resistmusters als eine Maske wird ein Teil der 
Polysiliziumschicht anisotrop weggeatzt. Das anisotrope 
Atzen erfolgt mittels RIE. Das Resistmuster wird dann ent- 
fernt. 

In die gesamte Oberflache wird Phosphor mit einer Im- 
65 plantationscncrgic von ungefahr 30 keV und mit einer Dosis 
ungefahr in dem Bereich von 10 12 bis I0 l4 /cm 2 irnplantiert. 
Ein Resistmuster (nicht gezeigt) wird zum Maskieren min- 
destens von Bcreichen, die die Hochwiderstandsabschnitte 
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43a bis 43d werden sollen (siehe Fig. 9), gebildet, und unter 
Vcrwenden des Resistmusters als eine Maske wird Arsen in 
die Polysiliziumschicht implantiert. Das Arsen wird mit ei- 
ner Tmplantationsenergie von ungefahr 20 keV und mit einer 

Dosis ungefahr in dem Bereich von 10 14 bis 10 l5 /cm 2 im- 5 

plantiert. 

Auf diese Weise werden die Niedrigwiderstandsstopfen 
42a bis 42d (siehe Fig. 9), um als Spcicherknotcnabschnitte 
zu dienen, und die Vcc-Verbindungsschichten 41a und 41b 
(siehe Fig. 9) gebildet. Das Resistmuster wird dann entfernt. 10 
Die Bereiche ohne implantiertes Arsen besilzen hohe elek- 
trische Widerstande und dienen als die Hochwiderstandsab- 
schnitte 43a bis 43d. Die Hochwidcrstandsabschnitte 43a 
bis 43d besitzen einen Widerstandwert ungefahr in dem Be- 
reich von 100 MQ bis lOTQ/Leitung (100 MQ bis 10 TQ 15 
pro Leitung), wahrend die Stopfen 42a bis 42d und die Vcc- 
Verbindungsabschnitte 41a bis 41b jeweils einen FiSchenwi- 
dcrstandswcrt in dem Bcrcich von ungefahr 1 k£l bis 
100 V£l Daher folgt die Struktur wie in Fig. 9 bis 1 1 gezeigt. 
Hierbei werden die als Stromversorgungsleitungen dienen- 20 
den Vcc-Verbindungen 41a bis 41b derart angeordnet, daB 
sie das Kontaktloch 17e (siehe Fig. 1) zum Verbinden der 
NebenschluBwortieitung 18g (siehe Fig. 1) mit der Wortlei- 
tung 35d nicht zweidimensional iiberlappen/und deshalb 
kann das als NebenschluBverbindungsbereich dienende 25 
Kontaktloch 17e in einem Bereich gebildet werden, der den 
Speicherzellenbereich sogar in der Struktur mit den Vcc- 
Verbindungen 41a und 41b, welche in dem zwischen der 
Wortleitung 35d und der NebenschluBwortieitung 18g ange- 
ordneten Bereich vorhanden sind, zweidimensional uberlap- 30 
pen; 

Dann wird eine Zwischenschichtisolierschicht 12 (siehe 
Fig. 13) aus einer Siiiziumoxidschicht mit einer Dicke unge- 
fahr in dem Bereich von 1000 bis 10000 x 10' 10 m auf dem 
.gesamten Substrat mittels LPCVD abgeschieden. Nach dem 35 
Bilden eines Resistmusters (nicht gezeigt) auf der Zwi- 
schenschichtisolierschicht 12 wird unter Verwenden des Re- 
sistmusters als eine Maske ein Teil der Zwischen schichtiso- 
lierschichten 12 und 9 zum Bilden von Kontaktlochern 47a 
bis 47b und von Kontaktlochern 46a bis 46c (siehe Fig. 13 40 
und 14) in vorgeschriebenen Bereichen entfernt, worauf das 
Entfernen des Resistmusters folgt. 

: Nach dem Entfernen einer natiirlichen Oxidschicht mit- 
tels NaBatzen unter Verwenden von Fluorwasserstoffsaure, 
wird eine phosphordotierte Polysiliziumschicht (nicht ge- 45 
zeigt) mit einer Dicke ungefahr in dem Bereich von 1000 bis 
2000 x 10~ 10 m auf der Zwischenschichtisolierschicht 12 
und in dem Kontaktlochern 46a bis 46c und 47a bis 47d mit- 
tels LPCVD gebildet. Die Konzentration des Phosphors in 
der phosphordotierten Polysiliziumschicht liegt ungefahr in 50 
dem Bereich von 1,0 bis 8,0 x 10 2O /cm 3 . Ein Resistmuster 
(nicht gezeigt) wird auf der Polysiliziumschicht gebildet 
und uriter Verwenden des Resistmusters als eine Maske wird 
ein Teil der dotierten Polysiliziumschicht anisotrop wegge- 
atzt zum Bilden der Bitleitungskontaktflachen 45a bis 45c, 55 
der Massenleilungskontaktstopfen 61a bis 61b (siehe Fig. 
13 und 14) und der Massenleitungen 44a und 44b (siehe Fig. 
13). Daher folgt die in Fig. 12 bis 14 gezeigte Struktur. 

Hierbei werden die Massenleitungen 44a und 44b derart 
vorgesehen, daB sie das Kontaktloch 17e (siehe Fig. 1), das 60 
als ein NebenschluBverbindungsbereich fur die Wortleitung 
35d dient, nicht zweidimensional uberlappen, und der Ne- 
benschluBverbindungsbereich fur die Wortleitung kann so 
gebildet werden, daB er den Speicherzellenbereich sogar in 
der Struktur mit den Massenleitungen 44a und 44b zwischen 65 
der Wortleitung 35d und der NebenschluBwortieitung 18g 
(siehe Fig. 1) uberlappt. 

Es wird darauf hingewiesen, daB hierbei die Bitleitungs- 



kontakianschluBfiachen 45a bis 45c und die Massenleitun- 
gen 44a und 44b nur auf der phosphordotierten Polysili- 
ziumschicht gebildet werden, und so genannte Polizid- 
(Polycid-)Verbindungen sein konnen, welche aus einer Me- 
tallsilizidschicht wie beispielsweise eine Wolframsilizid- 
schicht und einer phosphordotierten Polysiliziumschicht ge- 
bildet sind. Der Flachenwiderstandswert der Polysilizium- 
schicht, welche die BitleitungskontaktanschluBflachen 45a 
bis 45c und die Massenleitungen 44a und 44b bilden, liegt 
ungefahr in dem Bereich von 10 bis 100 £1 

Eine Zwischenschichtisolierschicht 16 aus einer Siiizi- 
umoxidschicht (siehe Fig. 16) mit einer Dicke ungefahr in 
dem Bereich von 3000 bis 10000 x 10' 10 m wird zum Be- 
decken der gesamten Oberflache des Substrats mittels 
LPCVD abgeschieden. Nach dem Bilden eines Resistmu- 
sters (nicht gezeigt) auf der Zwischenschichtisolierschicht 
16 wird unter Verwenden des Resistmusters als eine Maske 
cin Teil der Zwischcnschichtisolicrschichtcn 16, 12 und 9 
(siehe Fig. 16) anisotrop weggeatzt zum Bilden der Kon- 
taktlocher 17a, 17b und 17f fur Bitleitungen, der Massenlei- 
tungsnebenschluBkontaktlocher 17c und 17g und der Wort- 
lei tungsnebenschluBkontaktlocher 17b, 17e, 17i und 17h 
(siehe Fig. 15). Dann werden Bitleitungsverbindungsab- 
schnitte 18a, 18e und 18h aus Aluminium mit einer Dicke 
ungefahr in dem Bereich von 1000 bis 5000 x 10" 10 in als 
eine erste Metallverbindung, die NebenschluBwortleitungen 
18b, 18d, 18f und 18g und die NebenschluBmassenleitung 
18c (siehe Fig. 15) gebildet. Der Flachenwiderstandswert 
der ersten Schicht der Metallverbindungsschicht liegt unge- 
fahr in dem Bereich von 0,05 bis 1 £1 Daher folgt die in Fig. 
15 bis 17 gezeigte Struktur. 

Es wird auf Fig. 17 Bezug genommen; hierbei wird die 
NebenschluBwortieitung 18g aus einer Metallschicht wie 
beispielsweise Aluminium elektrisch mit dem NebenschluB- 
verbindungsbereich 35i fur die Wortleitung uber den in dem 
Kontaktloch 17e gebildeten Stopfen 62e verbunden, und 
deshalb kann ein Signal zur Wortleitung 35d (siehe Fig. 6) 
uber die NebenschluBwortieitung 18g ubertragen werden. In 
ahnlicher Weise kann ein Signal uber die NebenschluBwort- 
leitungen 18b, 18d und 18f zu anderen Wortleitungen 35a 
bis 35c (siehe Fig. 6) ubertragen werden. Als eine Folge 
kann der Widerstand der Wortleitungen 35a bis 35b verrin- 
gert sein, was zu einer Erhohung der Betriebsgeschwindig- 
keit der Halbleitervorrichtung fuhrt. 

Es wird auf Fig. 17 Bezug genommen; die NebenschluB- 
wortieitung 18c aus einer Metallschicht wird elektrisch mit 
der Massenleitung 44a uber den in dem Kontaktloch 17c ge- 
bildeten Stopfen 62c verbunden, und deshalb kann ein zur 
Massenleitung 44a laufender Strom zu der NebenschluB- 
massenleitung 18c mit niedrigem elektrischen Widerstand 
laufen (flieBen, geleitet werden). Als eine Folge kann der 
Widerstand der Massenleitung 44a verringert sein, was das 
Potential der Massenleitung 44a auf dem Massenpegel sta- 
bilisiert, und der Betrieb der Halbleitervorrichtung ist bei 
niedrigeren Spannungen moglich. 

Es wird auf Fig. 15 Bezug genommen; es gibt Neben- 
schluBwortleitungen 18b, 18d und 18f und 18g, von denen 
zwei zu jeweils einer Mehrzahl von Speicherzellen, die be- 
nachbart zueinander in einer Richtung fast senkrecht zur 
NebenschluBwortieitung 18g vorgesehen sind, entsprechen, 
und die Anzahl der NebenschluBwortleitungen pro Wortlei- 
tung kann im Vergleich zu dem der Anmelderin bekannten 
Fall erhoht werden. Als eine Folge kann der Widerstand der 
Wortleitungen 35a, 35b, 35c und 35d (siehe Fig. 2 und 3) im 
Vergleich zu dem der Anmelderin bekannten Fall verringert 
sein. 

Es wird auf Fig. 15 Bezug genommen; das Kontaktloch 
17e fur die NebenschluBwortieitung 18g und das Kontakt- 
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loch 17c fUr die NebenschluBmassenleitung 18c werdcn in 
einem Bcreich gebildet, der die Speicherzellen zweidimen- 
sional iiberlappt. Dies gilt auch fur die Kontaktlocher fiir die 
NebenschluBwortleitungen 18b, 18d und 18f. Deshalb miis- 
sen die Bereiche zum Verbinden der NebenschluBwortlei- 5 
tungen 18b, 18d, 18f und 18g und der Wortleitungen 35a bis 
35d und des Bereiches zum Verbinden der NebenschluB- 
massenleitung 18c und der Masscnlcitung 44a nicht auBer- 
halb der Speicherzellen gesichert werden. Daher kann eine 
Halbleitervorrichtung weiter integriert sein als im Vergleich 10 
zu dem Fall des Vorsehens des NebenschluBverbindungsbe- 
reiches auBerhalb der Speicherzellen. 

Es wird auf Fig. 15 Bezug genommcn; das Kontaktloch 
17e, das als der NebenschluBverbindungsbereich zum Ver- 
binden der NebenschluBwortleitung 18g und des Verbin- 15 
dungsbereiches 35i (siehe Fig. 3) fur die Wortleituhg 35d 
dient, wird fiir vier Speicherzellen, die benachbart zueinan- 
dcr in der Richtung gebildet sind, in die sich die Neben- 
schluBwortleitung 18g erstreckt, gebildet, und deshalb kann 
der Widerstand der Wortleitung 35d verringert sein, die An- 20 
zahl der Kontaktlocher 17e, die als der NebenschluBverbin- 
dungsbereich auf den Speicherzellen dienen, kann verrin- 
gert sein, und die dadurch beiegte Flache kann ebenfalls ver- 
ringert sein. Daher konnen durch Erhohen der Integrations- 
dichte der Halbleitervorrichtung Beschrankungen die mit 25 
dem Layout anderer Verbindungen wie beispielsweise der 
Massenleitungen 44a und 44b auf den Speicherzellen ver- 
bunden sind, verringert sein. 

Ferner konnen die Kontaktlocher 17c und 17g, die als ein 
NebenschluBverbindungsbereich zum Verbinden der Ne- 30 
benschluBmassenleitung 18c und der Massenleitung 44a 
dienen, jeweils fiir zwei Speicherzellen gebildet werden, die 
benachbart zueinander in der Richtung, in der sich die Ne- 
benschluBmassenleitung 18c (oder die Massenleitung 44a) 
erstreckt, gebildet sind, und deshalb kann die Anzahl der 35 
Kontaktlocher 17c und 17g, die als ein NebenschluBverbin- 
dungsbereich auf den Speicherzellen dienen, verringert sein, 
wahrend der Widerstand der Massenleitung 44a verringert 
ist, was dadurch zu einer Verringerung der belegten Flache 
fuhrt. Daher konnen durch weiteres Integrieren der Halblei- 40 
tervorrichtung Beschrankungen, die mit dem Layout ande- 
rer Verbindungen auf den Speicherzellen verbunden sind, 
verringert sein. 

Die Kontaktlocher 17c, die als der NebenschluBverbin- 
dungsbereich fiir die Massenleitung 44a dienen, werden je- 45 
weils fiir vier Speicherzellen gebildet, welche benachbart 
zueinander in der Richtung, in die sich die Bitleitung 28a er- 
streckt, gebildet sind, und deshalb gibt es keine Neben- 
schluBmassenleitung, die direkt rnit der Massenleitung 44a 
in einer Speicherzellen, in der die NebenschluBwortlei tun- 50 
gen 18f und 18g gebildet sind, verbunden werden muB. Je- 
doch werden in einer Speicherzelle, die benachbart zu diescr 
Speicherzelle in der Richtung, in der sich die Bitleitung 28a 
erstreckt, gebildet ist, die NebenschluBwortleitung 18c und 
die Massenleitung 44a elektrisch miteinander uber das Kon- 55 
taktloch 17c verbunden. Die Massenleitungen 44a und 44b 
fiir diese zwei Speicherzellen werden elektrisch miteinander 
uber den Verbindungsabschnitt 44e (siehe Fig. 16 und 17) 
verbunden, und die NebenschluBwortleitung 18c wird elek- 
trisch mit der Massenleitung 44b in der Speicherzelle, in der 60 
die NebenschluBmassenleitung 18c nicht gebildet wird, ver- 
bunden. Daher kann in der Speicherzelle, in der die Massen- 
leitung 44b gebildet wird, der Widerstand der Massenlei- 
tung 44b verringert sein, ohne eine NebenschluBmassenlei- 
tung und cincn NebenschluBverbindungsbereich zubildcn, 65 
was zu einer Verringerung der Betriebsspannung der Halb- 
leitervorrichtung fuhrt. 

Auf die Schritte wie in Fig. 15 bis 17 gezeigt folgend, 
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wird eine Zwischenschichtisolierschicht 26 (siehe Fig. 2) 
aus einer Siliziumoxidschicht mit einer Dicke ungefahr in 
dem Bereich von 5000 bis 10000 x 10" 10 m (siehe Fig. 2) 
zum Bedecken des gesamten Substrate mittels LPCVD ab- 
geschieden. Ein Resistmuster wird auf der Zwischenschicht- 
isolierschicht 26 gebildet, und unter Verwenden des Resist- 
musters als eine Maske wird ein Teil der Zwischenschicht- 
isolierschicht 26 anisotrop wcggcatzt zum Bildcn der Kon- 
taktlocher 27a und 27b (siehe Fig. 1), worauf das Entfernen 
des Resistmusters folgt. 

Die Bitleitungen 28a bis 28h aus Aluminiumschichten 
mit jeweils einer Dicke ungefahr in dem Bereich von 3000 
bis 10000 x 10~ 10 in werden als zweite Schicht von Mctall- 
verbindungen gebildet. Der Flachenwiderstandswert der 
zweiten Schicht von Metall verbindungen liegt ungefahr in 
dem Bereich von 0,01 bis 0,1 II Auf diese Weise folgt die in 
Fig. 1 bis 3 gezeigte Halbleitervorrichtung. 

. Zwei te Aus fuhrungsform 

Es wird auf Fig. 18 bis 10 Bezug genommen; der Spei- 
cherzellenabschnitt eines SRAM gemaB einer zweiten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung wird nun beschrieben. 

Die Speicherzelle gemaB der zweiten Ausfuhrungsform 
hat im wesendichen dieselbe Struklur wie die Speicherzelle 
in dem SRAM gemaB der ersten Ausfuhrungsform. In der 
Speicherzelle gemaB der zweiten Ausfuhrungsform sind die 
Wortleitungen 18b und 18e (siehe Fig. 18) fur Speicherzel- 
len auf einer Eins-zu-Eins-Basis gebildet In denY Speicher- 
zellenbereich ist das Kontaktloch 17i (siehe Fig. 20), wel- 
ches die Massenleitung 14d (siehe Fig. 20) und die Neben- 
schluBmassenleitung 18c (siehe Fig. 20) verbindet, als ein 
NebenschluBverbindungsbereich gebildet. 

Es wird auf Fig. 20 Bezug genommen; auf diese Weise ist 
gemaB der zweiten Ausfuhrungsform die Massenleitung 14d 
elektrisch mit der NebenschluBmassenleitung 18c verbun- 
den und deshalb kann ein Strom, der zu der Massenleitung 
14d lauft, zu der NiedrigwiderstandsnebenschluBmassen- 
leitung 18c aus einer Metallschicht laufen. Als eine Folge 
kann der Widerstand der Massenleitung 14d verringert sein, 
was das Potential der Massenleitung 14d auf dem Massen- 
pegel stabilisiert, und auf diese Weise den Betrieb der Halb- 
leitervorrichtung auf niedrigeren Spannungen erlaubt. Fer- 
ner ist das Kontakdoch 17i, der Verbindungsabschnitt der 
Massenleitung 14d und der NebenschluBmassenleitung 18c, 
in einem auf einer Speicherzelle angeordneten Bereich ge- 
bildet, und deshalb ist es nicht. notwendig, einen anderen 
Verbindungsbereich fiir die Massenleitung 14d und die Ne- 
benschluBmassenleitung 18c auBerhalb der Speicherzelle zu 
sichem. Die Halbleiterspeichervorrichtung kann als eine 
Folge weiter integriert sein. 

Es wird auf Fig. 19 Bezug genommen; gemaB der zweiten 
Ausfuhrungsform konnen, da die NebenschluBwortlei tun- 
gen 18b, 18e und die NebenschluBmassenleitung 18c in von 
der Bitleitung 28a verschiedenen Schichten gebildet sind, 
sie in Richtungen senkrecht zueinander vorgesehen sein 
ohne Beschrankungen im Layout (in der Anordnung). 

Der HerstellungsprozeB, wie er in Fig. 22 bis 29 gezeigt 
ist, ist im wesentlichen identisch zu dem HerstellungsprozeB 
der Speicherzellen in dem SRAM gemaB der in Fig. 4 bis 17 
gezeigten. ersten Ausfuhrungsform. 

Patentanspriiche 

1. Halbleitervorrichtung mit 

einer ersten Speicherzelle, wobei die erste Speicher- 
zelle eine aus einer Mehrzahl von in einer Matrix ange- 
ordneten Speicherzellen ist, 
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einer auf dcr ersien Speicherzelle gebildeten Wortlei- 
tung (35a, 35b, 35c, 35d), 

einer erstcn NebenschluBvcrbindung (18g) mit niedri- 
gem Widerstand, die auf der Wortleitung (35a, 35h, 

35c, 35d) mit einer ersten Zwischenschichtisolier- 5 

schicht (9) dazwischen gebildet ist, wobei die erste Ne- 
benschluBverbindung (18g) eine aus einer Mehrzahl 
von NcbcnschluBvcrbindungen (18b, 18d, 18f, 18g) ist, 
welche jeweils flir mindestens jede der Mehrzahl von 
Speicherzellen gebildet ist, die benachbart zueinander 10 
in einer Richtung vorgesehen sind, die im wesentlichen 
senkrecht zu der Richtung ist, in die sich die Wortlei- 
tung (35a, 35b, 35c, 35d) erstreckt; und 
einem ersten NebenschluBverbindungsbereich (17e), 
der in einem Bereich gebildet ist, der die erste Spei- 15 
cherzelle zweidimensional uberlappt, zum elektrischen 
Verbinden der Wortleitung (35d) und der ersten Verbin- 
dung (18g). 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 mit 

einer Massenleitung (44a), die entweder auf der ersten 20 
Speicherzelle oder auf einer zweiten Speicherzelle ge- 
bildet ist, 

einer zweiten NebenschluBverbindung (18c) mit nied- 
rigem Widerstand, die auf der Wortleitung (35a, 35b, 
35c, 35d) und der Massenleitung (44a) mit einer zwei- 25 
ten Zwischenschichtisolierschicht (16) dazwischen ge- 
bildet ist, wobei die zweite NebenschluBverbindung 
eine aus einer Mehrzahl von NebenschluBverbindun- 
gen ist, welche jeweils fur mindestens zwei der Mehr- 
zahl von Speicherzellen gebildet ist, die benachbart zu- 30 
einander in der Richtung vorgesehen sind, die im we- 
sentlichen senkrecht zu der Richtung ist, in die sich die 
Wortleitung (35a, 35b, 35c, 35d) erstreckt, und 
einem zweiten NebenschluBverbindungsbereich (17c, 
. 17g), der in einem Bereich gebildet ist, welcher die er- 3S 
ste Speicherzelle zweidimensional uberlappt, zum 
elektrischen Verbinden der Massenleitung (44a) und 
der zweiten NebenschluBverbindung (18c). 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei 
der die erste NebenschluBverbindung (18g) mindestens 40 
eine Metallschicht oder eine Refraktar-Metallsilizid- 
schicht aufweist 

4. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 3, mit einer Strom versorgungsleitung (41a, 41b), 
die derart gebildet ist, daB sie den ersten Verbindungs- 45 
bereich (17e) nicht zweidimensional uberlappt in ei- 
nem Bereich, der sich zwischen der Wortleitung (35a, 
35b, 35c, 35d) und der ersten NebenschluBverbindung 
(18g) befindet. 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 50 
bis 4, mit einer Massenleitung (44a, 44b), die derart ge- 
bildet ist, daB sie den ersten Verbindungsbereich (17e) 
nicht zweidimensional uberlappt, in einem Bereich, der 
sich zwischen der Wortleitung (35a, 35b, 35c, 35d) und 
der ersten NebenschluBverbindung (18g) befindet. 55 

6. Halbleitervorrichtung nach einem der AnsprUche 1 
bis 5, bei der der erste Verbindungsbereich (17e) fiir 
mindestens vier Speicherzellen gebildet ist, die be- 
nachbart zueinander in der Richtung vorgesehen sind, 

in die sich die Wortleitung (35a, 35b, 35c, 35d) er- 60 
streckt. 

7. Halbleitervorrichtung mit 

einer ersten Speicherzelle, wobei die erste Speicher- 
zelle eine aus einer Mehrzahl von in einer Matrix ange- 
ordnctcn Speicherzellen ist, 65 
einer auf der ersten Speicherzelle gebildeten Massen- 
leitung (44a), 

einer ersten NebenschluBverbindung (18c) mit niedri- 



gem Widerstand, die auf der erstcn Massenleitung 
(44a) mit einer ersten Zwischenschichtisolierschicht 
(16) dazwischen gebildet ist, wobei die erste Neben- 
schluBverbindung (18c) eine aus einer Mehrzahl von 

NebenschluBverbindungen ist, welche jeweils flir min- 
destens zwei der Mehrzahl von Speicherzellen gebildet 
sind, die benachbart zueinander in einer Richtung vor- 
gesehen sind, die im wesentlichen senkrecht zu der 
Richtung ist, in die sich die erste Massenleitung (44a) 
erstreckt, und 

einem ersten NebenschluBverbindungsbereich (17c), 
der in einem Bereich gebildet ist, der die erste Spei- 
cherzelle zweidimensional Gberlappt, zum elektrischen 
Verbinden der ersten Massenleitung (44a) und der er- 
sten NebenschluBverbindung (18c). 

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7 mit 

einer zweiten Speicherzelle, die benachbart zu der er- 
stcn Speicherzelle in einer Richtung vorgesehen ist, die 
im wesentlichen senkrecht zu der Richtung ist, in die 
sich die erste Massenleitung (44a) erstreckt, und 
einer zweiten Massenleitung (44b), die auf der zweiten 
Speicherzelle im wesentlichen sich parallel zu der er- 
sten Massenleitung (44a) erstreckend gebildet ist, wo- 
bei sie elektrisch mit der ersten Massenleitung (44a) 
verbunden ist. 

9. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, in 
der die ersten NebenschluBverbindung (18c) minde- 
stens eine Metallschicht oder eine Refraktar-Metallsili- 
zidschicht aufweist. 

10. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 7 
bis 9, bei der der erste Verbindungsbereich (17c) fur 
mindestens zwei Speicherzellen gebildet ist, die be- 
nachbart zueinander in der Richtung vorgesehen sind, 
in die sich die erste Massenleitung (44a) erstreckt. 

Hierzu 28 Seite(n) Zeichnungen 
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